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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
Jawab KESEMUA LII{A soalan '
Kesemuanya wajfftiJ;;;b di dalam Bahasa Malavsia'
1. ( a ) Di dal-am penumbuhan hablur tunggal GaAs yang
menggunakan r.aealf,---czochralski, uSgaimanakah anda
memastikan penyuttittt GaAs dikurangkan? ( 20 markah)
(b) Terangkan baga'imana anda boleh membuat perubahanjurang jalur tt"ig" di daLam bahan semikonduktor'
eerikin satu contoh bahan' ( 20 markah)
( c ) Jongkong silikon yang mengandungi 1017 atom
fosforus /cm' ingin ditumbuhkan dengan kaedah
czochralski' 'ri-ka berat siiixon po^Iihablur 
gred
el-ektronik yang ;e; adarah 1o0 kg ' berapakah beratfosforusyangdiperlukanuntukhendapatjongkong
silikon tersebut? ( 60 markah)
ini mengandungi TIGA
memulakan PePeriksaan
(a) Sitikon adalah bendasing
Terangkan bagaimana keadaan
(b) Terangkan perubahan kepekatan pembawa denan suhu
untuk satu samper silikon terdop r.015 penderma/.*3-







( c ) Kepekatan pembawa minoriti dafam
adarah 3 x 104 







( a) Bermula daripada kadar penjanaan- terma pasangan
elektron fln""g, tunjukkan bahawa kepekatan pembawaIebihanadalahhasitdarabkadarpenjanaan-optik
dengan *i. nayat pembawa minoriti bagi sampel yang
terdedah kePada cahaYa mantaP' (25 markah)
( b ) Terangkan mengapa kapasitans simpanan cas tidakpenting untuk simpangan terpincang songsang'
( 20 markah )
( c ) Satu simpangan p*-n sitikon mempunyai kepekatan
penderma l-016 
"*-3 dan kepekatan 
penerima
4 x 1018 ..-3. Diameter keratan rentas simpangan
adalah 2.O mm-
(i) Jika simpangan dipincang songsang pada -0'3 V'
aPakah nilai kaPasitansnYa?
(ii) Jlka simpangan yang sama dipincang depan-dengan
arus *.niup-1 mA dln masa hayat lohong adalahI us, aPakah nj-lai kaPasitansnYa'
( 55 markah)
(a)(i)Bagaimanakahbolehmasapuratalohongtersuntik
berada dalam keadaan trinsit di tapak r t lebih
pendek daripada masa hayat lohong di tapak tp
di dalam transistor simpangan dwikutub?
( 15 markah)
( ii ) Terangkan mengapa f.qna pusingqn . pasangtransl'storsimpaniandwikutub].ebih)-ajuketikaperanti dipandu melebihi penepuan'
( 15 markah)
(b) Apakah punca utama berlakunya hanyutan di rantau
taPak?
( 10 markah)
( c ) Transistor n*-p-n silj-kon mempunyai -kepekatan
bendas ing p"rrg"i,r.t , tapak dan pengumpul sebaga j-
5 x r0r8, ; x t016 dan I x 1015 .*-3 masing-masing.
Apakah ketebalan minimum rantau n yang diperlukan
jika voltan runtuh runtuhan simpangan n*-p adal-ah








Terangkan satu cara untuk mencipta kepekatan
elektion tinggi di dalam saluran transistor kesan
medan logam semikonduktor tanpa melalui proses
pendopan.
( 20 markah)
Terangkan songsangan populasi di simpangan dengan
menggunakan konsep paras Fermi-kuasi'
( 20 markah)
SatukapasitorSoLungguldiatassifikonjenis'p
mempunyai N. = 1015 
"*-3 dan ketebalan lapisan sio21000 A. Berapakah jumlah kapasitans pada voltan
ambang? Apakah nilai voltan ambang tersebut?
( Pemafar dielektrik SiO2 adalah 3.9 ) .
( 60 markah)
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